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Ga2O3は主に, ,  (), の 4つの結晶構造をとり得ることが報告されている。いずれも、バン

ドギャップエネルギーが 4.5~5.2 eVと非常に大きい、いわゆるウルトラワイドバンドギャップ半

導体である。それらのなかで、本研究のターゲットである直方晶-Ga2O3 (直方晶-Ga2O3とよばれ

ることもある) は自発分極を有し[1]、高濃度 2DEG の形成やそれを利用したデバイスの実現が期

待できる。 

-Ga2O3は準安定相ではあるが、700°C前後の比較的高温まで安定である。ホモエピ基板は存在

しないが、サファイアや GaN, SiC等の多彩な基板上に c軸配向膜を成長することができる。しか

し、それらの基板上に成長させた-Ga2O3は、c面内で 120°ずつ回転した 3種類のドメインがナノ

メートルサイズで入り混じった構造を有していた[2]。それらのドメインの境界はデバイス特性に

悪影響を及ぼすおそれがあるので、-Ga2O3薄膜が 1種類のドメインのみからなるように面内配向

を制御しなければならない。 

我々は、-Ga2O3 に選択横方向成長を適用することで、そのような面内配向制御を実現した。

-Ga2O3は c面サファイア基板上に TiOxバッファ層を介して HVPE 法で成長させた。このとき、

ストライプマスクをサファイアの<11-20>方向と平行になるように形成するのがポイントである。

すると、3種類のドメインのうちで<100>方向がストライプと平行なものだけが幾何学的配置の効

果によって優勢に成長する。他の 2 種類のドメインは、優勢なドメインにより速やかに淘汰され

る。その結果、面内配向を 1種類に収束させることができる。 
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